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 【はじめに】GaAs 系面発光レーザ（VCSEL）では、水蒸気により約 400℃で AlAs 層を側壁か

ら選択酸化する手法が考案され、電流および光に対する狭窄構造が実現している。GaN 系 

VCSEL では、このような選択熱酸化による狭窄構造は実現していないが、最近、900 ℃において

AlInN 層表面の水蒸気酸化が報告された[1]。我々は、簡便かつ溶液の選択が容易なミスト供給法 

[2]を用いて AlInN層表面の酸化を試みたので報告する。 

 【実験・結果】800 ℃に加熱した GaNテンプレート上 45 nm AlInN層に、水または過酸化水素

水（5、10％）を超音波振動子によりミストを形成して 1 時間供給した。Fig. 1 に 10%過酸化水素水

の場合の処理前後試料の光学顕微鏡写真と AFM 像を示す。処理後の試料は青色を帯びるととも

に、表面形態が大きく変化した。Fig. 2 に X 線光電子分光法（XPS）による O1s スペクトルを示す

（各スペクトルのゼロ点をシフトさせて図示）。いずれの試料も、処理後の O1s ピーク強度は処理前

に比べ大幅に増大しており、XPS の測定領域を考慮すると、少なくとも表面より 10nm 程度は酸化

していると考えられる。また、過酸化水素水使用による、AlInN層酸化の促進も示唆された。 
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Fig. 1 Microscope and AFM images of surfaces Fig. 2 XPS O1s spectra 
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